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® Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip-Kontaktstelie 

(§7) Ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip-Kon- 
taktstelie mit einer vorbestimmten Gestalt auf einem Bond- 
Fleck eines H alble iters ubstrates zu belichten weist folgende 
Schritte auf: Aufbringen erster und zweiter Photoresistlo- 
sungen auf der gesamten Oberflache des Halbleiters ubstra- 
tes zum Definieren eines Kontaktstellenbildungsbereiches 
auf dem Bond-Fleck des Halbleitersubstrates; Belichten der 
ersten und zweiten durch die Resistlosungen gebildeten 
Schichten wenigstens zweimal mit einer vorbestimmten 
Energie; Ausbilden des Photo resist musters durch Entwickeln 
der ersten und zweiten beiichteten Photoresistschichten; 
Ausbilden der Halbleiterchip-Kontaktschicht mit einer vorbe- 
stimmten Gestalt auf dem Kontaktstellenbildungsbereich, 
der durch das Photoresistmuster definiert ist; und Entfemen 
des Photoresistmusters nach dem Ausbilden der Halbleiter- 
chip-Kontaktstelie. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Herstellung einer Halbleiterchip-Kontaktstelle zur 
Montage bei hoher Packungsdichte und insbesondere 
ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 
Kontaktstelle, bei der eine Photoresistschicht ausgebil- 
det wird durch mehrmalige photolithographische Pro- 
zesse in einem Bereich einer Halbleiterchip-Kontakt- 
stelle, der notwendig ist, um interne Anschlusse in einem 
automatisierten Bond-Streifen-Gehause (TAB-Gehau- 
se) zu verbinden, um eine Halbleiterchip-Kontaktstelle 
einer gewiinschten Gestalt zu erhalten, und um die Zu- 
verlassigkeit wahrend des Bond-Vorganges der inter- 
nen Anschlusse des AnschluQrahmens in dem TAB- Ver- 
fahren zu verbessern. 

Bei TAB-Gehausen sind ein als AnschluBrahmen die- 
nendes metallenes Muster und ein Draht iiblicherweise 
auf einem isolierenden Film angeordnet Das TAB, 
durchaus unterschiedlich gegeniiber Gehauseherstel- 
lungsverfahren mit einem Bonddraht, ist eine Art der 
Oberflachenmontage-Gehausetechnik zum Verbinden 
des metallischen Musters, das auf dem isolierenden Film 
ausgebildet ist mit einem AnschluBflecken eines Halb- 
ieiterchips mit Hilfe einer Kontakts telle, die aus einem 
leitenden Material gebildet ist und die weit verbreitet 
bei kleinen Taschenrechnern, FlQssigkristalianzeigen 
(LCDs), Computern etc. verwendet wird. 

Das TAB-Gehause wurde als ein schlankes TAB oder 
schmales TAB-Gehause zur Miniaturisierung von Ver- 
flachung entwickelt 

Fig. 1 ist eine Draufsicht, die ein Beispiel eines TAB- 
Gehauses zeigt, das einen allgemeinen Bandtrager ver- 
wendet. 

In Fig. 1 ist ein Bandtrager 10 gezeigt, der an dem 
TAB-Gehause so angeformt ist, daB eine metallische 
Schicht auf einem Tragerfilm 12 angeordnet ist, die aus 
Polyimid, Polyester, Polyestersulfon etc. gebildet ist, wo- 
bei die metallische Schicht einem photolithographi- 
schem ProzeB unterworfen wird, um innere Anschlusse 
13 und auBere Anschlusse 14 zu bilden, und die inneren 
Anschlusse 13 tragen einen Halbleiterchip 11. 

Die Mitte des Tragerfilms 12 wird durch einen Aus- 
standsvorgang bearbeitet, um eine Bauteiloffnung 15 zu 
bilden, um so die Enden der inneren Anschlusse 13 frei- 
zulegen. Ein Schlitz 16 wird gebildet, um eine der Seiten 
der externen Anschlusse 14 freizulegen, um elektrisch 
mit externen AnschluBbeinchen verbunden zu werden. 

Eine (nicht gezeigte) Kontaktstelle wird an dem unte- 
ren Ende der inneren Anschliisse 13 durch ein Thermo- 
kompressionsverfahren ausgebildet, um elektrisch mit 
dem AnschluBbeinchen des Halbieiterchips 11 verbun- 
den zu sein. In dem TAB-Gehause sind die internen 
Anschlusse 13, die Kontaktstelle und die obere Oberfla- 
che des Halbieiterchips 11 mit Hilfe eines (nicht gezeig- 
ten) GieBharzes vergossen, um abgeschirmt zu sein. 

Zusammen mit dem Erzielen einer hohen Packungs- 
dichte in dem Halbleiterbauteil geht der Trend zu f eine- 
ren Rasterabstanden in dem TAB-Gehause dazu, daB 
die Anzahl der Anschlusse erhoht wird, um den Abstand 
zwischen den Anschlussen sowie den AnschluBstellen zu 
verringern. 

Eine derartige Halbleiterchip-Kontaktstelle, die an 
dem TAB-Gehause angebracht ist, wird durch Elektro- 
piattierung oder stromlose Plattierung erzielt, unter 
Verwendung eines Photoresistmusters auf einem An- 
schluBflecken des Halbieiterchips, wobei das Herstel- 
lungsverfahren fur die Halbleiterchip-Kontaktstelle 
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nachstehend im Detail erlautert ist. 

Fig. 2A und 2B sind schematische Schnittdarstellun- 
gen, die ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiter- 
chip-Kontaktstelle gemaB einer herkommlichen Tech- 
5 nik erlautern. 

Zunachst wird (s. Fig. 2A) eine metallische Leitung als 
gedruckte Schaltungsleitung auf einem Halbleitersub- 
strat 21 durch einen Verdrahtungsmusterbildungsvor- 
gang ausgeformt, um als Bond-Fleck zu dienen, und ein 

io Photoresistmuster 22 wird mit einer Dicke von anna- 
hernd 20 im ausgebildet, um eine Grenzmetallschicht 26 
auf dem Bond-Fleck freizulegen. 

Der Bond-Fleck wird nacheinander mit einer isolie- 
renden Schicht 23, einer Metalleitung 24 und einer Pas- 

15 sivierungsschicht 25 auf dem Halbleitersubstrat 21 ver- 
sehen, und ein vorstehender Abschnitt der Metalleitung 
24 in dem Bond-Fleck wird freigelegt, um eine Grenz- 
metallschicht 26 auf der Metallleitung 24 und der Passi- 
vierungsschicht 25 zu bilden. 

20 Andererseits wird ein allgemeiner photolithographi- 
scher Vorgang zur Ausbildung des Photoresistmusters 
wie folgt durchgefiihrt Eine Photoresistlosung beste- 
hend aus photosensitivem Material, Harz etc., das in 
einem Losungsmittel aufgelost sind, wird durchgehend 

25 auf einem Halbleitersubstrat mit Hilfe von Rotationsbe- 
schichtung aufgebracht, und ein leichtes Temperieren 
wird bei einer niedrigeh Temperatur ausgefiihrt Dann 
wird Licht wahlweise durch eine Mustermaske hin- 
durchgestrahlt und eine Entwicklung ausgefiihrt, um ein 

30 Photoresistmuster mit einer vorbestimmten Gestalt zu 
bilden. Zu diesem Zeitpunkt wird ein belichteter oder 
ein unbelichteter Abschnitt der Mustermaske wahlwei- 
se in dem Entwicklungsvorgang entfernt, wobei ein 
schwacher alkalischer Entwickler in aufgelostem Zu- 

35 stand verwendet wird, der Tetramethylamrnoniumhy- 
droxid (TMAH) als Hauptbestandteil verwendet, um so 
das Photoresistmuster zu bilden. 

Das Photoresistmuster 22 (s. Fig. 2B) einer vorbe- 
stimmten Gestalt, das auf dem Halbleitersubstrat 21 

40 ausgebildet ist, bildet eine Kontaktstelle 27 mit einer 
vorbestimmten Hohe auf einer Grenzmetallschicht 26, 
die durch das Photoresistmuster 22 freigelegt ist, und 
dann wird das Photoresistmuster 22 entfernt 
Die Kontaktstelle 27 muB eine vorbestimmte Hohe 

45 haben, z. B. hdher als 20 jim, um einen Kontakt zwischen 
dem Halbleitersubstrat 21 und internen Anschlussen 
wahrend des Bond-Vorgangs der internen Anschlusse 
des TAB-Gehauses zu verhindern. 

Allerdings sollte bei dem Verfahren zur Herstellung 

so der Halbleiterchip-Kontaktstelle gemafl dem herkomm- 
lichen Verfahren eine Kontaktstelle mit einer ge- 
wiinschten Hohe gebildet werden, wobei ein Photore- 
sistmuster verwendet wird, das durch einen photolitho- 
graphischen Vorgang einmal als eine Mustermaske er- 

55 zeugt wird. Zu diesem Zweck, nur wegen des einmaligen 
photolithographischen Vorgangs, kann die Dicke der 
Photoresistschicht nicht hoher sein als 20 \im, welches 
ein Abstand ist, der es ermoglicht, daB das Licht eine 
ErhQhung eines Ansichtsverhaltnisses (ein Verhaltnis 

eo von Hohe zu Durchmesser) fiber ein bestimmtes MaB 
verhindert 

Wenn die Halbleiterchip-AnschluBstelie erhfiht wird, 
wachst der Unterschied zwischen den oberen und unte- 
ren Durchmessern des Photoresistmusters in Verbin- 
65 dung mit den Eigenschaften des photolithographischen 
Vorgangs. 

Somit wird der untere Durchmesser der Kontaktstel- 
le kleiner als ihr oberer Durchmesser, um eine Kraft auf 
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den AnschluBflecken wahrend des Bond-Vorgangs der 
Kontaktstelle mit dem inneren AnschluB zu bundeln, 
wodurch ein RiB in dem Bond-Fleck entsteht. 

Des weiteren verringert das Erzielen einer hohen 
Packungsdichte in dem Halbleiterbauteil den Abstand 5 
zwischen den Kontaktstellen, aber der obere Durch- 
messer der Kontaktstelle ist groB, so daB er bei dem 
feinen Abstand der internen Anschlusse storend ist, und 
der obere Abschnitt der Kontaktstelle wird wahrend 
des Bond-Vorganges des internen Anschlusses mit der 10 
Kontaktstelle gedehnt, urn einen Beruhrungskontakt 
mit einer Nachbarkontaktstelie herzustellen. 

Da das Photoresistmuster des unteren Abschnitts der 
Kontaktstelle bei dem Entfernen des Photoresistmu- 
sters nicht vollstandig entfernt wird, insbesondere an 
einem ausgesparten Abschnitt des unteren Abschnittes, 
muB ein Verfahrensschritt zur Entfernung des verblei- 
benden Photoresistmusters folgen. 

Des weiteren, falls der Umfang der oberen Oberfla- 
che in der Kontaktstelle grofler ist als an deren mittle- 
rem Abschnitt, tritt ein Kontaktfehler mit dem internen 
AnschluB auf. Um dies zu verhindern, kann eine pilzfor- 
mige Kontaktstelle ausgebildet werden, die jedoch eine 
Kontaktstelle hat, die hoher ist als das Photoresistmu- 
ster. Daher kann der Kontaktfehler mit dem internen 
AnschluB verhindert werden, aber der RiB in dem Bond- 
Fleck oder ein Kontakt mit anderen Kontaktstellen 
kann nach wie vor auftreten. 

Ausgehend hiervon ist es ein Ziel der vorliegenden 
Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung einer Halblei- 
terchip-Kontakt stelle bereitzustellen, das in der Lage 
ist, einen RiB in einem Bond-Flecken, Kontakte zwi- 
schen aneinander angrenzenden Kontaktstellen und un- 
vollstandige Entfernung eines Photoresistmusters wah- 
rend des Bond-Vorganges von internen Anschlussen zu 
verhindern, indem die Gestalt der Kontaktstelle und 
einem Blickwinkelverhaltnis wahlweise justiert wird. 

Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren 
zur Herstellung einer Halbleiterchip-Kontaktstelle be- 
reitzustellen, mit dem es moglich ist, einen sehr feinen 
Rasterabstand zu erzielen. 

Um das vorstehend genannte Ziel der vorliegenden 
Erfindung zu erreichen, wird ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer Halbleiterchip-Kontaktstelle einer vorbe- 
stimmten Gestalt bereitgestellt, bei dem ein Photore- 
sistmuster einer vorbestimmten Art ausgebildet wird, 
um eine Grenzmetallschicht auf einem Bond-Flecken 
eines Halbleitersubstrates freizulegen, wobei eine Mu- 
stermaske verwendet wird und das Verfahren folgende 
Schritte aufweist: 

Aufbringen erster und zweiter Positiv-Photoresisdd- 
sungen auf die gesamte Oberflache des Halbleitersub- 
strates, um einen Kontaktstelienbildungsbereich auf 
dem Bond-Flecken des Halbleitersubstrates zu definie- 
ren; 

wenigstens zweimaliges Belichten der ersten und zwei- 
ten Positiv-Photoresistschichten mit einer vorbestimm- 
ten Energie; 

Ausbilden des Photoresistmusters durch Entwickeln der 
ersten und zweiten belichteten Photoresistschicht, um 
die Grenzmetallschicht freizulegen; 
Ausbilden der Halbleiterchip-Kontaktstelle mit einer 
vorbestimmten Gestalt auf dem Kontaktstelienbil- 
dungsbereich, der durch das Photoresistmuster definiert 
ist durch ein Elektroplattierungs- oder ein stromloses 
Plattierverfahren; und 

Entfernen des Photoresistmusters nach dem Ausbilden 
der Halbleiterchip-Kontaktstelle. 
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Um ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung zu 
erreichen, wird ein Verfahren mit folgenden Merkmalen 
bereitgestellt: 

Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip-Kon- 
taktstelle einer vorbestimmten Gestalt durch Ausbilden 
eines Photoresistmusters eines vorbestimmten Typs, um 
eine Grenzmetallschicht auf einem Bond-Flecken eines 
Halbleitersubstrats unter Verwendung einer Muster- 
maske zu belichten, mit den folgenden Schritten: 
Aufbringen einer ersten Positiv-Photoresistlosung auf 
der gesamten Oberflache des Halbleitersubstrates zum 
Definieren eines Kontaktstellenbildungsbereiches auf 
dem Bond-Flecken des Halbleitersubstrates durch ein 
Rotationsbeschichtungsverfahren und Bestrahlen einer 
ersten Mustermaske mit Licht, um mit einer vorbe- 
stimmten Energie zu belichten; 

Aufbringen einer zweiten Negativ-Photoresistlosung 
auf dem oberen Abschnitt der belichteten ersten Posi- 
tiv-Photoresistschicht durch ein Rotationsbeschich- 
tungsverfahren und Belichten der zweiten Photoresist- 
schicht mit einer vorbestimmten Energie durch Bestrah- 
len einer zweiten Mustermaske mit einer zu der ersten 
Mustermaske entgegengesetzten Gestalt mit Licht; 
Ausbilden eines Photoresistmusters durch Entwickeln 
der belichteten ersten Positiv-Photoresistlosung, um die 
Grenzmetallschicht und die zweite Negativ-Photore- 
sistschicht frei zulegen; 

Ausbilden der Halbleiterchip-Kontaktstelle mit einer 
vorbestimmten Gestalt auf dem Kontaktstelienbil- 
dungsbereich, der durch das Photoresistmuster definiert 
ist durch ein Eiektroplattier- oder ein stromloses Plat- 
tierverfahren; und 

Entfernen des Photoresistmusters nach der Ausbildung 
der Halbleiterchip-Kontaktstelle. 

Um ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung zu 
erreichen, wird ein Verfahren bereitgestellt, das folgen- 
de Merkmale aufweist: 

Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip-Kon- 
taktstelle einer vorbestimmten Gestalt durch einen pho- 
tolithographischen Vorgang durch Ausbilden eines Pho- 
toresistmusters eines vorbestimmten Typs, um eine 
Grenzmetallschicht auf einem Bond-Flecken eines 
Halbleitersubstrates unter Verwendung einer Muster- 
maske zu belichten, mit den folgenden Schritten: 
Aufbringen erster und zweiter Positiv-Photoresistlo- 
sungen auf der gesamten Oberflache des Halbleitersub- 
strats zum Definieren eines Kontaktstellenbildungsbe- 
reiches auf dem Bond-Flecken des Halbleitersubstrates 
durch ein Rot at ionsbeschichtungs verfahren; 
Bestrahlen der ersten und zweiten Mustermasken, die 
die gleiche Gestalt haben, mit Licht, um die Photoresist- 
schichten mit einer vorbestimmten Energie zu belich- 
ten; 

Ausbilden eines Photoresistmusters, das an dem oberen 
Abschnitt davon vorsteht, durch Entwickeln der belich- 
teten ersten und zweiten Positiv-Photoresistschichten, 
um die Grenzmetallschicht freizulegen; 
Ausbilden der Halbleiterchip-Kontaktstelle mit einer 
vorbestimmten Gestalt auf dem Kontaktstelienbil- 
dungsbereich, die durch ein Photoresistmuster mittels 
eines Eiektroplattier- oder stromloses Plattierverfah- 
rens definiert wird ; und 

Entfernen des Photoresistmusters nach dem Ausbilden 
der Halbleiterchip-Kontaktstelle. 

Die vorstehenden und andere Vorteile der vorliegen- 
den Erfindung werden aus der detaillierten Beschrei- 
bung bevorzugter Ausfuhrungsformen unter Bezugnah- 
me auf die beigefiigten Zeichnungen deutlicher, in de- 
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troplattier- oder einem stromlosen Plattierverfahren 
unterworfen urn eine Kontaktstelle 40 auf der Grenz- 
metallschicht 36 durch ein Elektroplattierverfahren her- 
zustellen, und die Photoresistschicht 39 wird entfernt. 
Daher ist zu bemerken, daB die Kontaktstelle 40 gemaB 
der ersten Ausfuhrungsform topfformig gestaltet ist, 
wobei sie eine erweiterte Unterseite aufweist 

Fig. 4A bis 4D sind Schnittansichten, die eine weitere 
Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens 
zur Herstellungder Halbleiterchip-Kontaktstelle veran- 
schaulichen, in der die gleichen wie die in Fig. 3A bis 3D 
gezeigten Bereiche mit den gleichen Bezugszeichen ver- 
sehen sind. 

Wie in Fig. 4A gezeigt, ist eine erste Photoresistlo- 
im 15 sung auf der gesamten Oberflache eines Bond-Fleckens 
eines Halbleitersubstrates 31 aufgebracht, urn einen Be- 
reich zu definieren, auf dem eine Halbleiterchip-Kon- 
taktstelle auszubilden ist, durch ein Rotationsbeschich- 
tungsverfahren, wodurch eine erste Photoresistschicht 
20 41 auf einer Grenzmetallschicht 36 gebildet wird, und 
die erste Photoresistschicht 41 wird durch Lichtbestrah- 
lung mit einer vorbestimmten Energie von 100 bis 2000 
mj/cm 2 mit Hilfe einer ersten Mustermaske 42 von ei- 
ner vorbestimmten Gestalt belichtet. 

Wie in Fig. 4B gezeigt, wird eine zweite Negativ-Pho- 
toresistldsung auf die erste Photoresistschicht nut HiJfe 
des Rotationsbeschichtungsverfahrens aufgebracht, um 
eine zweite Photoresistschicht 43 mit einer vorbestimm- 
ten Dicke zu bilden, 
30 und dann erfolgt eine zweite Belichtung mit einer vor- 
bestimmten Energie von z. B. 100 bis 2000 mj/cm 2 mit 
Hilfe einer zweiten Mustermaske 44, wobei deren Mu- 
ster entgegengesetzt zu der ersten Mustermaske 42 ist 
Zu diesem Zeitpunkt wird der erste belichtete Abschnitt 
35 der ersten Photoresistschicht 41 abgedeckt. Hierbei un- 
terstiitzt die hdhere Empfindlichkeit der zweiten Nega- 
tiv- Photoresistschicht 43 die Wirkung. 
Wie in Fig. 4C gezeigt, werden die ersten und zweiten 



nen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Beispiel eines TAB-Ge- 
hauses zeigt, das einen herkommlichen Bandtrager ver- 
wendet; 

Fig. 2A und 2B sind schematische Schnittansichten, 
die ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 
Kontaktstelle gemaB einer herkommlichen Technik zei- 
gen; 

Fig. 3A bis 3D sind Schnittansichten, die eine Ausfuh- 
rungsform eines Verfahrens zur Herstellung einer Halb- 
leiterchip-Kontaktstelle gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung im Detail zeigen; 

Fig. 4A bis 4D sind Schnittansichten, die eine weitere 
Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens 
zur Herstellung der Halbleiterchip-Kontaktstelle 
Detail zeigen; 

Fig. 5 ist eine Schnittansicht, die schematisch eine 
weitere Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens zur Herstellung der Halbleiterchip-Kontaktstel- 
le zeigt; und 

Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die die Halbleiterchip- 
Kontaktstelle zeigt, die gemaB dem in Fig. 5 gezeigten 
Verfahren hergestellt ist 

Der wesentliche Punkt des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens zur Herstellung einer Haibleiterchip-Kontakt- 25 
stelle, wie es in einer Ausfuhrungsform in den Fig. 3A 
bis 3D veranschaulicht ist, besteht darin, ein Photore- 
sistmuster durch einen zweifachen photolithographi- 
schen ProzeB herzustellen. 

Wie in Fig. 3A gezeigt, wird eine erste positive Photo- 
resistschicht 32 durch ein Rotauonsbeschichtungsver- 
fahren auf die gesamte Oberflache eines Bond-Fleckens 
eines Halbleitersubstrates 31 aufgebracht, um einen Be- 
reich rnit einer Halbleiterchip-Kontaktstelle zu definie- 
ren, die daraufauszubilden ist, wodurch eine erste Pho- 
toresistschicht auf der gesamten Anordnung dem Licht 
ausgesetzt wird 

Der Bond-Flecken hat eine Struktur eines gestapelten 
Aufbaus mit einer Isolierschicht 33, einer Metalleitung Photoresistschichten 41, 43, die auf dem Bond-Fleck des 
34 und einer Passivierungsschicht 35 auf dem Halblei- 4 o Halbleitersubstrates 31 ausgebildet sind, entwickelt und 
tersubstrat31 und weist des weiteren eine Grenzmetall- dann entfernt, um ein Photoresistmuster 45 zu bilden. 
schicht 36 auf, die auf der Metalleitung 34 ausgebildet Zu diesem Zeitpunkt ist die Hohe des Photoresistmu- 
ist, die durch die Passivierungsschicht 35 f reiliegt. sters 45 hoher als 1 0 um. 

Wie in Fig. 3B gezeigt, wird eine zweite Positiv-Pho- Wie in Fig. 4D gezeigt, bildet das vorstehend be- 
toresistlosung auf der ersten Photoresistschicht 32 in 45 schriebene Halbleitersubstrat 31 eine Kontaktstelle 46 
einer vorbestimmten Dicke durch das Rotationsbe- auf der Grenzmetallschicht 36 durch ein Elektroplattier- 
schichtungsverfahren aufgebracht um eine zweite Pho- oder ein stromloses Plattierverfahren, und die Photore- 
toresistschicht 30 zu bilden, und dann werden die erste sistschicht 45 wird entfernt Die Hohe der Kontaktstelle 
belichtete Photoresistschicht 32 und die zweite Photore- 46 ist die gleiche oder geringer als die des Photoresist- 
sistschicht 37 auf der Grenzmetallschicht mit einer 50 musters 45, und die Halbleiterchip-Kontaktstelle 46 ge- 
Energie mit einem vorbestimmten MaB unter Verwen- maB der zweiten Ausfuhrungsform ist als Pfosten ausge- 
dung einer Mustermaske 38 belichtet bildet. 

Wie in Fig. 3C gezeigt ist, werden die ersten und Fig. 5 zeigt schematisch eine weitere Ausfuhrungs- 
zweiten Photoresistschichten 32 und 37 in einem Ent- form des erfindungsgemaBen Verfahrens zur Herstel- 
wicklungsvorgang entwickelt, um als eine Photoresist- 55 lung der Halbleiterchip-Kontaktstelle, wobei Oberein- 
™ u; " u * QQ ~ J J — u ~ : - J stirnmende Teile weggeiassen sind, um die dritte Aus- 



schicht 39 gebildet zu werden, wodurch ermoglicht wird, 
daB die Grenzmetallschicht 36 belichtet wird. 

Zu diesem Zeitpunkt ist die Gesamthohe des Photo- 
resistmusters 39 genauso hoch oder geringfilgig hoher 
als die Hohe einer Kontaktstelle, die herzustellen ist, 60 
z. B. 10 um und mehr. Da die erste Photoresistschicht 32 
zweimal belichtet wird, wird sie zusatzlich zu der H6he 
schneller als die erste Photoresistschicht in dem Ent 



fuhrungsform schematisch zu zeigen, da der Herstel- 
lungsvorgang der gleiche ist wie bei dem vorstehend 
beschriebenen Verfahren. 

Bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 5 sind abwei- 
chend von den vorstehend beschriebenen Verfahren die 
ersten und beiden Photoresistlosungen 47 und 48 posi- 
tiv. Des weiteren ist die erste Mustermaske 49 mit einem 
Abschnitt zum Ausbilden der Kontaktstelle durch erste 



wicklungsprozeB entfernt, die nur einmal belichtet wor- 

den ist, um die Bodenseite der Photoresistschicht 39 65 und zweite Belichtungsvorgange um mehr als 10% des 

weiter zu dffnen als ihre Oberseite. Blickwinkelverhaltnisses einer zweiten Maske 50 in der 

Wie in Fig. 3D gezeigt, wird das Halbleitersubstrat 31 Weise weit gedffnet, daB erste und zweite B lichtungs- 

mit der vorstehend beschriebenen Struktur einem Elek- masken hinsichtlich ihrer Form so festgelegt sind, daB 
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sie eine Offnung der ersten Photoresistschicht bilden, 
die im Blickwinkelverhaitnis um 10% — 90% kleiner ist 
als die der zweiten Photoresistschicht 

Die den Kontaktstellen entsprechenden Maskenbe- 
reiche werden ausgebildet um das Licht durchzulassen 5 
oder abzuschirmen, je nach dem, ob sie positiv oder 
negativ sind. 

Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die die Halbleiterchip- 
Kontaktstelle zeigt, die gemaB dem in Verbindung mit 
Fig. 5 beschriebenen Verfahren hergestellt ist 10 

In Fig. 6 ist eine Halbleiterchip-Kontaktstelle 51, die 
- auf der Grenzmetallschicht 36 des Halbleitersubstrates 
31 ausgebildet ist, als ein Pilz gestaltet Die Kontaktstel- 
le 51 ist hoher als das Photoresistmuster gestaltet, indem 
mehrere photolithographische Vorgange ausgefiihrt 15 
werden, in denen die Kontaktstelle 51, verglichen mit 
den herkommlichen IContaktstellen, hoher ist, und der 
obere Abschnitt der Kontaktstelle 51 ist verbreitert, um 
einen Kontaktfehier wahrend der Verbindung mit dem 
internen AnschluB zu verhindern. 20 

Der photolithographische ProzeB wird zweimal aus- 
gefiihrt, aber kann auch ofters ausgefiihrt werden, um 
das Photoresistmuster zu bilden, und die Gestalt der 
Kontaktstelle kann wahlweise eingestellt werden, indem 
die Dicken der Photoresistldsungen und Mustermasken 25 
entsprechend angepaBt werden. 

GemaB der vorliegenden Erfindung, wie sie vorste- 
hend beschrieben ist, wird ein Photoresistmuster zum 
Definieren eines Bereiches zur Ausbildung einer Kon- 
taktstelle durch mehrmalige photolithographische Vor- 30 
gange gebildet, wobei jeweilige Photoresistldsungen 
wahlweise verwendet werden, indem positive und nega- 
tive Losungen kombiniert werden, und es kann eine 
dafur geeignete Mustermaske verwendet werden. 

Als Ergebnis hiervon hat der obere Abschnitt der 35 
Kontaktstelle einen kleineren oder den gleichen Durch- 
messer als ihr unterer Abschnitt, um zu verhindern, daB 
die Kontaktstellen einander beriihren, auch wenn der 
obere Abschnitt der Kontaktstelle aufgrund des Drucks 
wahrend des Bond-Vorganges des internen Anschlusses 40 
in dem TAB-Gehause gedehnt wird. 

Des weiteren wird das Photoresistmuster zur Bildung 
der Kontaktstelle durch mehrfache photolithographi- 
sche Vorgange definiert, um die Bildung einer Kontakt- 
stelle mit einem ho hen Blickwinkelverhaitnis zu ermog- 45 
lichen, wodurch verhindert wird, daB der interne An- 
schluB die Oberflache des Halbleiterchips beriihrt Das 
Photoresistmuster wird auf einfache Weise nach der 
Ausbildung der Kontaktstelle entfernt, um den Gesamt- 
prozeB zu vereinfachen. 50 

Wahrend die vorliegende Erfindung insbesondere un- 
ter Bezugnahme auf die besonderen Ausfuhrungsfor- 
men gezeigt und beschrieben worden ist, bei denen die 
Halbleiterchip-Kontaktstelle' durch das Photoresistmu- 
ster durch mehrmalige photolithographische Vorgange 55 
gebildet wird und die Gestalt der Kontaktstelle wahl- 
weise durch entsprechendes Anpassen der Dicken der 
Photoresistldsungen und der Mustermasken angepaBt 
werden kann, ist fur Fachleute ohne weiteres ersichtlich, 
daB unterschiedliche Abwandlungen in der Gestalt und so 
in Einzelheiten ausgefiihrt werden konnen, ohne daB 
dadurch der Schutzbereich der Erfindung verlassen 
wird, wie er durch die beigefiigten Anspruche definiert 
ist 

65 

Patentanspruche 
1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 



916 Al 

8 

Kontaktstelle mit einer vorbestimmten Gestalt auf 
einem Bond- Fleck eines Halbleitersubstrats zu be- 
lichten, mit folgenden Schritten: 
Aufbringen erster und zweiter Photoresistldsungen 
auf der gesamten Oberflache des Halbleitersub- 
strates zum Definieren eines Kontaktstellenbil- 
dungsbereiches auf dem Bond-Fleck des Halblei- 
tersubstrats; 

Belichten der ersten und zweiten durch die Resist- 
losungen gebildeten Schichten wenigstens zweimal 
mit einer vorbestimmten Energie; 
Ausbilden des Photoresist musters durch Entwik- 
keln der ersten und zweiten beiichteten Photore- 
sistschichten; 

Ausbilden der Halbleiterchip-Kontaktschicht mit 
einer vorbestimmten Gestalt auf dem Kontaktstel- 
lenbildungsbereich, der durch das Photoresistmu- 
ster definiert ist; und 

Entfernen des Photoresistmusters nach dem Aus- 
bilden der Halbleiterchip-Kontaktstelle. 

2. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 
Kontaktstelle nach Anspruch 1, bei dem die Dicke 
des Photoresistmusters mehr als 10 jim betragt 

3. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 
Kontaktstelle nach Anspruch 1, bei der der obere 
Durchmesser der Halbleiterchip-Kontaktstelle 
gleich groB oder kleiner ist als deren unterer 
Durchmesser. 

4. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 
Kontaktstelle nach Anspruch 1, wobei die erste 
Photoresistschicht einer Gesamtbelichtung ausge- 
setzt ist und die zweite Photoresistschicht unter 
Verwendung einer Mustermaske belichtet wird, die 
ein vorbestimmtes Muster aufweist an der Stelle, 
wo die Halbleiterchip-Kontaktstelle gebildet wird. 

5. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 
Kontaktstelle nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste und die zweite Photoresist- 
schicht aus Positiv- Photoresistldsungen gebildet 
wird. 

6. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 
Kontakt — stelle einer vorbestimmten Gestalt auf 
einem Bond-Fleck eines Halbleitersubstrats mit 
folgenden Schritten: 

Aufbringen einer ersten Positiv-Photoresistlosung 
auf der gesamten Oberflache des Halbleitersub- 
strates, um eine erste Photoresistschicht zu bilden, 
um einen Kontaktstellenbildungsbereich auf dem 
Bond-Fleck des Halbleitersubstrates zu definieren 
und Bestrahlen einer ersten Mustermaske mit 
Licht, um mit einer vorbestimmten Energie zu be- 
lichten; 

Aufbringen einer zweiten Negativ-Photoresistlo- 
sung auf dem oberen Abschnitt der beiichteten er- 
sten Positiv-Photoresistlosung, um eine zweite 
Photoresistschicht zu bilden und Belichten der 
zweiten Photoresistschicht mit einer vorbestimm- 
ten Energie durch Bestrahlen einer zweiten Mu- 
stermaske mit einer zu der ersten Mustermaske 
entgegengesetzten Gestalt mit Licht; 
Ausbilden eines Photoresistmusters durch Entwik- 
keln der beiichteten ersten Positiv-Photoresistlo- 
sung, um die Grenzmetallschicht, und die zweite 
Negativ-Photoresistschicht freizulegen; 
Ausbilden der Halbleiterchip-Kontaktstelle mit ei- 
ner vorbestimmten Gestalt auf dem Kontaktstel- 
lenbildungsbereich, der durch das Photoresistmu- 
ster definiert ist; und 
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Entfernen des Photoresistmusters nach der Ausbil- 
dung der Halbleiterchip-Kontaktstelle. 

7. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 
Kontaktstelle einer vorbestimmten Gestalt auf ei- 
nem Bond-Fleck eines Halbleitersubstrates, mit fol- 5 
genden Schritten: 

Aufbringen erster und zweiter Positiv-Photoresist- 
16sungen auf der gesamten Oberflache des Halblei- 
tersubstrats zum Definieren eines Kontaktstellen- 
bildungsbereiches auf dem Bond-FIecken des Halb- 10 
leitersubstrates; 

Bestrahlen der ersten und zweiten Mustermasken 

mit Licht, um die Photoresistschichten mit einer 

vorbestimmten Energie zu belichten; 

Ausbilden eines Photoresistmusters, das an dem 15 

oberen Abschnitt davon vorsteht, durch Entwik- 

keln der belichteten ersten und zweiten Positiv- 

Photoresistschichten; 

Ausbilden der Halbleiterchip-Kontaktstelle mit ei- 
ner vorbestimmten Gestalt auf dem Kontaktstel- 20 
lenbildungsbereich, die durch das Photoresistmu- 
ster defmiert wird; und 

Entfernen des Photoresistmusters nach dem Aus- 
bilden der Halbleiterchip-Kontaktstelle. 

8. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchip- 25 
Kontaktstelle nach Anspruch 7, bei dem der erste 
Belichtungsschritt zum Bilden der ersten Photore- 
sistschicht mit Hilfe der ersten Mustermaske aus- 
gefiihrt wird, die eine vorbestimmte Gestalt hat, um 
auf der oberen Oberflache der Grenzmetallschicht 30 
belichtet zu werden zur Bildung der Halbleiter- 
schicht-Kontaktstelle; und bei der der zweite Be- 
lichtungsschritt zur Ausbildung der zweiten Photo- 
resistschicht mit Hilfe der zweiten Mustermaske 
zur Belichtung einer Flache ausgefuhrt wird, die 35 
kleiner oder grofler ist als die erste Mustermaske. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



(1 



- Leerseite - 



ZE1CHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE4403916 A1 

Int. CI.*: H 01 L 21/60 

Offenlegungstag: 1 . September 1 994 




408 035/350 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Numm r: 
Int. CI. 5 : 

Offenlegungstag: 



DE 4403 916 A1 
H 01 L 21/60 

I.September 1994 



FIG.l 



STAND DER TECHNIK 



□ □ □ □ □ 



10 




□ □ □ □ □ 



FIG. 2 A 

STAND DER TECHNIK 



FIG.2B 

STAND DER TECHNIK 






408 035/350 



ZEJCHNUNGEN SEITE 3 



\ 

Nummer; 
Int. CL 5 : 

Offenlegungstag: 



DE 44 03 916 A1 
H01L 21/60 

1. September 1994 



FIG.4A 



FIG.4B 




FIG.4C 



44 




FIG.4D 




FIG. 5 





408 035/350 



